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遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)原子層の基礎・応用研究において、結晶に混入する不

純物の役割の理解と制御は重要な課題となっている。例えば、二硫化モリブデン(MoS2)のMo

原子をNbやReに置換することで、それぞれホールや電子がドープされると第一原理計算より

予測されている[1]。現在まで、NbドープされたTMDC原子層の合成は報告されているが[2,3]、

その他の元素の研究例は非常に少ない。本研究では、代表的な半導体TMDCであるMoS2にRe

をドープした系に着目し、その大面積結晶の合成手法の確立と電気伝導特性の理解を目的と

した。 

Reドープ単層MoS2結晶は、ハライドを利用した化学気相成長（CVD）法[3,4]を用いて、シ

リコン基板上に成長させた。光学顕微鏡観察より、未ドープおよびReドープ試料共に、50m

程度のサイズの結晶が確認された(Fig.1a)。特にReドープ試料では、対称性の乱れに由来する

LAモードが227cm-1に観測され (Fig.1b)、新たな発光ピークが1.6eV付近に出現した(Fig.1c)。

この発光ピークは、励起光強度の増加とともに強度が飽和する傾向を示し、束縛励起子に由

来すると解釈できる[3]。これらの変化は、ドープされたReによる対称性の乱れや不純物準位

の形成の可能性を示唆している。発表では、試料の詳細やその光学特性や電気伝導特性につ

いて議論する。 

 

Fig.1 (a) Optical images, (b) Raman spectra, and (c) PL spectra of undoped and Re-doped MoS2 monolayers. 
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